FIZ1111 - Fisica Contemporanea

Interrogacion N¢ 3

17 de Junio de 2008, 18 a 20 hs

Nombre completo: (hrulefill) Seccion:

Buenas | Malas | Blancas | Nota
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Table 1.

Instrucciones

- Marque con X el casillero correspondiente a la respuesta que considere correcta (es obli-
gatorio usar lapiz pasta).

- Devuelva todas las hojas que se le entregan (tabla de respuestas y enunciados).
- Se descontara 1/4 de punto por cada respuesta incorrecta.

- Todas las preguntas deben estar desarrolladas o justificadas en el cuadernillo adjunto.

a b c d e

(centering|

= =
] = [3=1 oY [N TR G VS EOCY NCY

—
[\

—_
w

—
=~

—_
a

—
D

—_
EN

—
oo

Table 2.

(centerline|F121111-01a04G GRRIAUV-1-2008 )



1. El atomo de Ne tiene ntumero atémico 10. De ello se puede inferir que el Ne tiene

a) 6 de los 10 electrones ocupando orbitales s.

b) 8 de los 10 electrones ocupando orbitales s.
¢) 4 de los 10 electrones ocupando orbitales s.*
d) sus 10 electrones ocupando orbitales s.

e) ninguna de las anteriores.

o R:1522522pS
2. Las propiedades quimicas de un atomo estan principalmente determinadas por

a) el namero de electrones fuera de las capas cerradas.™

=3

) el ntumero de protones en el ntcleo.

[¢]

) el namero total de electrones en el atomo.

[=9)

) el namero de electrones en capas cerradas.
e) ninguna de las anteriores.

3. La difracciéon de segundo orden (n=2) de un haz de rayos x de longitud de onda 0.10 nm
que incide sobre un cristal de LiF ocurre a un angulo de Bragg de 30°. La distancia entre
planos adyacentes en el cristal, en nanémetros, es

a) 0.15
b)  0.20 *
c) 0.25
d) 0.30
e) 0.40
e R:
2dsin 0 =2\
d= ﬁ =0.2

4. Las redes de Bravais son una clasificaciéon de

a) enlaces covalentes.

b) tipos de moléculas ligadas i6nicamente.
¢) estructuras cristalinas posibles.*

d) materiales aisladores.

e) ninguna de las anteriores.
5. La energia de Fermi de un metal depende fundamentalmente de

a) la temperatura.

b) el volumen de la muestra.

¢) la densidad de masa del metal.

d) el tamano de la muestra.

e) la densidad del gas de electrones cuasi-libres.*

6. En un superconductor, el efecto Meissner consiste en que

a) al interior del superconductor un campo eléctrico constante (no oscila en el
tiempo) no puede penetrar.

b) al interior del superconductor un campo magnético constante no puede penetrar.®



¢) al interior del superconductor un campo gravitatorio constante no puede penetrar.
d) al interior del superconductor solo un campo magnético constante puede penetrar.
e) ninguna de las anteriores

7. Cual de las siguientes moléculas tiene mayor probabilidad de estar ligada por un enlace

iénico?
a) Ho
b) CCl
c¢) LiF*
d) Cl
e) ninguna de las anteriores

8. Para un semiconductor puro, a temperatura ambiente la resistividad depende principal-
mente de

a) el namero de electrones en la banda de conduccion.*
b) las colisiones entre los electrones de conduccion y los atomos.
¢) la energfa de ligazon de los electrones de las capas externas.
d) las colisiones entre los electrones de conduccion con otros electrones.
e) ninguna de las anteriores.
9. Impurezas donadoras introducidas en un semiconductor puro, a temperatura ambiente

a) aumentan el namero de electrones en la banda de conduccion.*

=3

aumentan el namero de huecos en la banda de valencia.

c¢) aumentan la resistividad eléctrica.

o,

bajan el nivel de Fermi.

)
)
)
)

@

ninguna de las anteriores.
10. Un diodo conduce electricidad

en ambas direcciones con casi la misma facilidad.

Q

=3

sin que se le aplique un campo eléctrico.

o

[=9)

)
)
) so6lo cuando estd a muy baja temperatura.
) en una sola direccion.*

)

)

ninguna de las anteriores.

11. Un transistor se fabrica usando materiales semiconductores

a) con impurezas donoras e impurezas aceptoras.*
b) con impurezas donoras exclusivamente.

¢) con impurezas aceptoras exclusivamente.

d) intrinseco de muy alta pureza.

e) ninguna de las anteriores.

12. En un metal, los electrones responsables de la conductividad eléctrica
ocupan bandas de energia que no estan llenas.*

se localizan cerca de las superficies de contacto.

)
)
¢) ocupan bandas de energia que estan llenas.
) son de muy alta energia.

)

ninguna de las anteriores.



13. Un semiconductor puro a temperatura ambiente tiene

a) mas electrones/cm® en su banda de conduccién que huecos/cm? en su banda de
valencia.

b) mas electrones/cm® en su banda de conducciéon que un metal tipico.
¢) mas electrones/cm? en su banda de conducciéon que a T = 0 K.*

d) mas huecos/cm® en su banda de valencia que electrones/cm® en su banda de
valencia.

e) ninguna de las anteriores

14. Para convertir un semiconductor intrinseco de Ge o Si a un semiconductor extrinseco
"tipo n", se debe

a) enfriarlo a la temperatura del nitrogeno liquido.

b) agregar impurezas de la columna V de la tabla periodica.*

¢) agregar impurezas de la columna III de la tabla periddica.

d) cambiar la estructura cristalina del semiconductor intrinseco.

e) eliminar la brecha de energia o banda prohibida entre las bandas de valencia y

conduccion.



15. Para lograr que una espada tenga una alta resistencia y dureza, o que sea poco maleable,
se debe lograr

a) una alta pureza y monocristalinidad del metal.

b) introducir defectos en la red cristalina.

¢) una estructura policristalina del metal.

d) templar o cocinar la espada el maximo tiempo posible.
e) by cson correctos*

16. El tiempo medio entre colisiones de un electrén de conduccién en el cobre es 7~ 1079 s a
una temperatura de T = 4 K, y 7~ 107 '3 s a T = 300 K. Consecuentemente, el cociente
entre las conductividades eléctricas o a 300 Ky 4 K es

a)  o300K/0ak ~10*

0300k /04~ 1072

0300k /Oar A 107 4%

0300k /04K =1

ninguna de las anteriores.

e R:

o=ne’r/m.
0300 _ T300 _ 4
04 T4

17. Para un metal a temperatura ambiente, el coeficiente de resistividad estd determinado
principalmente por

a) el namero de electrones en la banda de conduccion.
b) el ntumero de atomos de impurezas.
¢) la energia de enlace de los electrones de capas exteras.
d) colisiones entre electrones de conducciéon y atomos.*
e) ninguna de las anteriores.
18. El diagrama de niveles de energia mostrado en la figura corresponde a
a) un conductor.
un aislante.
un semiconductor.*
una molécula aislada.

un atomo aislado.

e lesocupad
e desocupado I:l




